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Abstract 

PURPOSE:To produce a ceramic-coated film excellent in adhesion to a base film and capable of being 
previously destaticized without affecting the formation of a ceramic thin film by using this device. 
CONSTITUTION:An adsorbed molecule layer consisting of a polar molecule is formed on the surface 
of a base film 2 consisting of a high molecular material, and then a ceramic thin film of metal or metallic 
compd. is fonmed on the adsorved molecule layer. Consequently, the discharge is prevented by the 
formed adsorbed molecule layer, the ceramic having reacted with the adsorbed molecule is diffused by 
the collision of a gaseous metal or metallic compd. when the film is fomried, and the adhesion of the of 
the ceramic thin film layer is improved. 
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Teiliibersetzung 

(Of f enlegung) 

Entgegenhaltung 4 : 

JP Pat . -Of f enlegung Nr. 06-053143 vom 25.02.1994 
T^Lnineldung Nr. 04-203510 vom 30.07.1992 
TVnmelder: Rohm K.K., Kyoto, Japan 

Titel: Verfahren zur Herstellung eines Verbundoxid-Dunnf ilms 
Ausfiihrliche Erlauterung der Erfindung (Auszug) : 



[0023] 

Der vorliegende Verbundoxid-Diinnf ilm wird mit der in Fig. 1 
schematisch dargestellten CVD-Vorrichtung 2 hergestellt. Wie 
in Fig. 2 gezeigt, wird ein Substrat 6 vorbereitet, welches 
auf der oberen Seite einen Siliciumoxidf ilm 4 aufweist. Das 
Substrat 6 wird gemaS Fig. lauf die CVD-Vorrichtung 2 
auf gelegt . 
[0024] 

AnschlieSend werden als Ausgangs tof f e eine Bleidiisopropoxid- 
Losung 7 (Alkoxyd des Bleis) , eine Ti tantetrapropoxid-Losung 9 
(Alkoxyd des Titans) und eine Zir>:oniumtetraisopropoxid-Losung 
11 (Allcoxyd des Zirkoniums) , welche samtlich in einem 
Thermostat 15 auf konstanter Temperatur gehalten sind, unter 
Erwarmung jeweils unter Zuhilf enalime von Argongas in eine 
Reaktionskammer 8 eingefiihrt. Gleichzeitig wird VJasserdampf 
aus einem Dampf er zeuger 10 in die Reaktionskammer 8 eingefuhrt . 



Dabei werden die Mengen der einzelnen Ausgangs tof f e mittels 
der Ventile 12, 14 und 16_ derart geregelt, dal^ das Verhaltnis 
Pb:Zr:Ti = 1:0.58:0.48 betragt , Die Argongasmemgen konnen 
durch die Massenf lui^kontroller (MFC) 18, 20 und 22 geregelt 
werden. Die Wasserdampf menge wird durch einen Kontroller 24 
derart geregelt, dag sie 5 bis 70 %, bezogen auf die Summe der 
berechneten Oxidmengen der Ausgangs tof fe , betragt. 
[0025] 

Andererseits werden in der Reaktionskammer 8, welche zunachst 
mit einer Rotationspumpe (P,R.) 42 auf ca . 1 bis 10 Torr 
evakuiert wurde, die als Gase eingefiihrten Ausgangs tof fe mit 
dem Wasserdampf polykondensiert und Precursoren in der 
Gasphase erzeugt. AnschlieSend werden die Precursoren an das 
durch eine IR-Lampe 44 auf 650^ beheizte Substrat angelagert, 
wodurch ein kristalliner PZT-Dlinnfilm 28 gebildet wird. 



Fig. 1: schmatische Ansicht der CVD-Vorrichtung fiir die 
Herstellung des Verbundoxid-Dlinnf ilms . 



Bezugszif f ern in Fig. 1: 

2 ... CVD-Vorrichtung 6 , . 

7 ... Bleidiisopropoxid-Losung 8 . . 

9 ... Titantetrapropoxid-Losung 10 . 

11 ... Zirkoniumtetraisopropoxid-Losung 
12 , 14 , 16 ... Ventile 15 . 

18, 20, 22 ... Massenf lul^kontroller (MFC) 

24 ... Kontroller 28 ... PZT-Dunnfilm 



Substrat 
Reaktionskammer 
Dampf erzeuger 

Thermostat 



I 

42 ... Rotationspumpe (R,P. ) 44 . . . IR-Lampe 
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